PODER EXECUTIVO
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

FABRICACAO DE LINHAS LITOGRAFADAS EM FUNCAO DAS DIRECOES
CRISTALOGRAFICAS DO INP E DOS PARAMETROS DE OPERACAO EM UM
MICROSCOPIO DE FORCA ATOMICA
Victoria Regina Santiago de Souza'

Henrique Duarte da Fonseca Filho?

PIB-E/0162/2019

RESUMO

No decorrer dos ultimos anos foi perceptivel que a combinacdo de alta densidade, locais
seletivos de nucleacdo e o controle da distribuicdo de tamanho de nanoestruturas
semicondutoras foi um desafio no processo de desenvolvimento de dispositivos eletronicos e
opticos. Contudo, foi observado que quando se aplica baixos valores de forga normal (poucos
N), ocorrem deformac¢cdes mecéanicas no cristal de InP (fosfeto de indio), estas que sao
governadas com o desenvolvimento de discordancias, que se originam a partir do processo de
arraste da ponta do AFM (microscépio de forca atbmica). Neste trabalho, apresentamos um
estudo sistematico de um processo de litografia para criar defeitos na superficie de substratos
de InP. Para isto, a ponta do microscépio precisa exercer uma for¢ca aplicada que produz
deformacdes plasticas (permanentes) na superficie. A nanoindentacéo € produzida pelo arraste
de uma ponta de diamante acoplada ao microscopio sob forca constante ao longo das direcfes
100> e 110> do InP e em func¢éo das faces afiada e plana da ponta. Até o0 momento, imagens
das linhas ja foram obtidas e estdo sendo analisadas através de um programa de
processamento de imagens para gerar os dados estatisticos.
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